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【緒言】低損失・高耐圧 SiC パワーデバイスの実現に向けて、SiC 結晶中の欠陥密度低減が求め

られている。我々はこれまでに、SiC 溶液成長過程において貫通転位が基底面内の転位に変換す

ることを明らかにしてきた[1]。この貫通転位変換現象を利用して、変換後の基底面内の欠陥を外

部に排出し、大幅な貫通転位密度の低減にも成功している[2]。一方、長時間成長を行うと基底面

転位密度が減少することが報告されている[3,4]。しかし、基底面転位の挙動に関する詳細なメカ

ニズムは明らかになっていない。本研究では、溶液成長過程における基底面転位と表面モフォロ

ジーの関係を調査した。 

【実験】Top-seeded solution growth法により 1873oCで 5時間の成長を行った。溶媒に Si0.59Cr0.39Al0.02

を、種結晶に[11-20]方向にオフ角を設けた 4H-SiCの C面を用いた。多形をラマン散乱分光測定、

表面モフォロジーを微分干渉顕微鏡、基底面転位を X線トポグラフィーにより評価した。 

【結果・考察】成長結晶の多形は 4Hであり、成長膜厚は 650 μmであった。表面モフォロジーに

関して、結晶表面の外側から中心方向に向かってステップが進展している様子が観察された。大

別すると、同一方向にステップが進展している領域と進展方向が異なるステップが衝突している

領域があった。Fig. 1に同一方向にステップが進展している領域の微分干渉顕微鏡像と同一視野の

トポグラフィー像を示す。Fig. 1(a)では下方向にステップが進展している様子が観察された。トポ

グラフィー像には、成長表面のマクロステップ以外に線状のコントラストは観察されず、基底面

転位は皆無であった。Fig. 2に進展方向が異なるステップが衝突している領域の微分干渉顕微鏡像

と同一視野の X線トポグラフィー像を示す。Fig. 2(a)で左側の領域のステップは右下方向に、右側

の領域のステップは下方向に進展しており、それらのステップが衝突している様子が観察された。

また、トポグラフィー像には、マクロステップのコントラスト以外に線状のコントラストが多数

観察され、欠陥が形成していることがわかる。このことから、異なる方向に進展するステップが

衝突する際にひずみが生じ、これにより欠陥

が形成したと考えられる。また、ステップの

進展により、これらの欠陥から基底面転位が

形成すると考えられるため、基底面転位を低

減するには、ステップ進展方向を均一にする

ことが重要であることが示唆された。 
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Fig. 1:(a)Differential interference microscope image 

and (b)X-ray topography image in the area where  

steps run into same direction. 

Fig. 2:(a)Differential interference microscope image 

and (b)X-ray topography image in the area where 

some steps run into other steps. 
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